INTRODUCCIÓN

 Las memorias son dispositivos semiconductores que sirven para guardar información; dicha información puede estar conformada por datos a ser procesados, comandos de programas o programas enteros inclusive.

Estructuralmente pueden estar compuestas por Flip-Flop's o por celdas capacitivas (en el caso de las RAM dinámicas), o por conexionado interno de matrices de diodos (en el caso de algunas PROM). Tecnológicamente pueden estar constituidas por MOS, o por TTL, o por conexionado interno de matrices de diodos.

La capacidad de memoria se mide en Bytes, unidad consistente de 8 bits. La variedad de capacidades de memoria varía de unos pocos Bytes a varios Mega Bytes (MB), según para el tipo de aplicación que se requieran.

En una memoria existen las líneas de datos, las líneas de direccionamiento o ADDRESS y las líneas de control, además de las de alimentación.

La organización interna de un memoria está constituida por celdas (o casilleros de memoria) de un Byte c/u, las cuales tienen asignada una dirección de memoria (o número de casillero). El conjunto de celdas constituye la llamada matriz de memoria. Para realizar operaciones con las celdas dentro de la memoria existen los decodificadores de direccionamiento, el control de secuencia (comandado por el Clock) y las puertas de entrada/salida de datos (controladas por el Chip Selection y la orden R/W, escritura/lectura).

Con las líneas ADDRESS el microprocesador tiene cómo seleccionar una posición de memoria para leer o escribir un dato. Esta selección o posicionamiento es más conocido por direccionamiento. A través de estas líneas el µP solamente indica cuál será la celda a ser escrita o leída. Con las líneas de datos (o BUS de datos) el microprocesador recibe o envía información desde o hacia la memoria, cuando lee o escribe.

En este informe se ahondara en el subgrupo  de las EEPROM ó E² PROM(Electrically Eraseable PROM), cuyo método de borrado y grabación consiste en la aplicación, de una manera determinada, de pulsos de tensión. En las memorias más antiguas de este tipo se precisaba una línea de tensión de valor bastante superior al de alimentación del chip. Hoy en día, ya se encuentran algunas que manejan la operación de escritura sólo con la tensión de alimentación normal. Este grupo tiene una capacidad de memoria bastante inferior a la de las EPROM debido a su complejidad estructural intrínseca. Pero tienen la ventaja de ser regrabables durante un procesamiento de datos, sin sacarlas de su emplazamiento. Son básicamente de sólo lectura; pero pueden ser usadas como de escritura "lenta" (Alrededor de 10 mS) para el almacenamiento prolongado de nuevos datos.

MEMORIAS EEPROM

Las memorias EEPROM (electrically erasable and reprogrammable ROM) o E2PROMs como son llamadas habitualmente, son memorias más caras y más rápidas que las EPROM (pueden tener tiempos de acceso alrededor de 35 ns) y una vida media en torno a los 10.000 ciclos de borrado/escritura. Se caracterizan por usar una única tensión para su lectura y su escritura, coincidiendo con la tensión de + 5 v. de alimentación de un sistema digital. Este hecho las hace muy atractivas en muchas aplicaciones, pues permite alterar su contenido sin necesidad de extraer la memoria del sistema digital del que forma parte.

Borrado de una EEPROM

El proceso de borrado de una EEPROM es muy sencillo. En realidad las memorias actuales incorporan en su interior los recursos necesarios para borrar la propia memoria eléctricamente. Durante el proceso de grabado, la propia memoria realiza el borrado previo del byte que va a grabar de forma automática. No es necesaria ninguna tensión especial de borrado ni ningún procedimiento.

Grabado de una EEPROM

La grabación de una memoria EEPROM no requiere ninguna tensión especial (basta con los + 5 v de la alimentación general del sistema y de la propia memoria, su Vcc), ni dispone de terminales especiales de grabado como en el caso de la EPROM. Su aspecto, desde el punto de vista de terminales y de funcionalidad es similar al de una memoria SRAM (estática) equivalente. Es el propio terminal de lectura/escritura el que hace las funciones de terminal de grabación. Lo único que varía con respecto a una memoria RAM es el tiempo necesario para grabar la memoria (en torno a los 10 ms/byte).

El hecho de necesitar sólo una tensión de alimentación/grabación de + 5 v es debido al hecho de que las EEPROMs actuales incorporan las bombas de carga necesarias durante el proceso de grabación y funcionan con esta tensión.

Los fabricantes recomiendan seguir el siguiente procedimiento (algoritmo) para grabar sus memorias:

1.Establecer la dirección a grabar en el bus de direcciones de la EEPROM

2.Establecer el dato (byte) a grabar en el bus de datos de la EEPROM

3.Activar la señal R/W# a 0 (escritura)

4.Leer el byte que se acaba de grabar. Para leer el byte basta con poner la

señal R/W# a 1. Leer el bit MS del byte grabado.

5.Compararlo con el bit MS del byte original

6.Si son distintos, volver a 4. Si son iguales, salir.

Durante el proceso de grabación de un byte, mientras se está grabando el dato, el bit de mayor peso (MS) tiene el valor complementado del valor real del mismo, es decir, si realmente es un 1 en el byte que se está grabando, mientras se realiza el proceso, valdrá 0. Este mecanismo incorporado en la memoria permite simplificar el proceso de grabación de la misma pues sólo habrá que esperar a que este bit MS deje de estar complementado (tiempo de grabación de la memoria) para continuar grabando otro dato.

MEMORIAS EEPROM SERIAL

La tecnología de EEPROM de serie es uno de las tecnologías de memoria no-volátiles que han surgido como una solución principal de diseño. Desgraciadamente, la mayoría diseñadores del sistema no son conscientes de los beneficios de EEPROM de serie. También, la documentación de apoyo en databooks no es a menudo adecuada, se consigue información incompleta o ambigua. Como resultado, el diseñador del sistema selecciona a menudo una solución no-volátil que no reúne sus requisitos, o, el diseñador debe enfrentar un diseño  más complicados con un EEPROM de serie

Las opciones de memoria no-volátiles disponible ofrece una variedad de dispositivos diferentes. La mayor parte estas opciones de memoria pueden agruparse en dos categorías mayores: soluciones de serie y las soluciones paralelas. Esta categoría discute los atributos de cada uno, conductas, un análisis comparativo y en el proceso identifica  los beneficios y ventajas de EEPROMs De serie. 

Características

El rasgo principal de este dispositivo de serie es, como su nombre implica, la habilidad de comunicar a través de una interface de serie. 

Esta memoria tiene numerosos beneficios:

1. Primero, la comunicación de serie es cumplida con un número mínimo de I/O. 

2. Las EEPROM de serie requieren sólo dos a cuatro líneas (dependiendo del hardware y protocolo del software) para comunicación completa.

2.1. Dirección de la memoria

2.2. Entrada de datos

2.3. Rendimiento

2.4. Mando del dispositivo

3. Otro beneficio de comunicación de serie es tamaño del paquete. Que va de las densidades de 16 a 256 Kbit; esta memoria  está disponible en un chip de 8 pines, esto es obviamente muy beneficioso para las aplicaciones donde el tamaño del producto y el peso es un factor del plan importante. 

4. Consumo actual bajo. Debido a un número limitado de puertos de I/O operando corrientes que están normalmente debajo de 3 mA.

5. El byte de programación,  habilidad de borrar y programar al mismo tiempo sin afectar el volumen del paquete.

6. La tasa del reloj esta entre 100KHz y 400KHz para dispositivos de dos conductores.

Usos y aplicaciones 

Las EEPROMs de serie realizan una variedad de  funciones en el mundo de las computadoras, en la industria, en las telecomunicaciones, en el parque automotor y aplicaciones del consumidor: 

1) el almacenamiento de memoria de seleccionadores del cauce o los mandos analógicos (volumen, entonación, etc.) 

2) almacenamiento de baja potencia, detector de fallas ó diagnostico de errores.

3) eventos de tiempo real ( mantenimiento ) 

4) el almacenamiento de la configuración 

5) para ver últimos números discados 

6) monitoreo de circuitos 

Aplicaciones de EEPROM de serie 

· Afinadores de TELEVISION de CONSUMIDOR, VCRs, juegos de CD, cámaras, radios, y telemandos. 

· fotocopiadoras, PCs, palm y COMPUTADORAS portátiles, unidades de disco y organizadores. 

· Lectores de código de Barra INDUSTRIALES, puntos de venta, tarjetas inteligentes, cerraduras de cajas fuertes, abridores de puerta de garaje y equipos médicos. 

· En TELECOMUNICACIONES los teléfonos Celulares, inalámbricos, facsímiles, módems, pagers, y receptores del satélite 

· En el parque AUTOMOTOR, el antibloqueo de los frenos,  radios y entrada del teclado.

MEMORIA 24XX256

 

Esta memoria es del tipo EEPROM - Electrical Erasable Programmable Read Only Memory , que en la traducción sería memoria de solo lectura programable y borrable de forma eléctrica, lo que significa que una vez que se le quita la corriente eléctrica mantiene la información de forma indefinida y además puede reprogramarse borrando su contenido de forma eléctrica. Esto es una ventaja frente a las memorias EPROM que se deben borrar con luz ultravioleta.
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Descripción funcional

· Es una memoria de 256 Kbits  organizada es a 32 k *8 

· Soporta protocolo de transmisión de datos en bus de dos líneas. 

· El bus se controla mediante un master que se encarga de generar el reloj ( SCL ), el control de acceso al bus y además genera las condiciones de START y STOP mientras el 24lc25616B actua como slave.
· El rango de Vcc 1.8-5.5 V .
· Max frecuencia del clock 400 khz.
· Máxima corriente en escitura 3mA a 5.5V.
· Máxima corriente en lectura 400μA a 5.5 V. 
La siguiente figura muestra una configuración típica de esta memoria :
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Características del bus

· Sólo puede iniciarse transferencia de datos cuando el bus está libre. 

· Durante la transferencia de datos estos deben permanecer estables mientras la línea de reloj esté a nivel alto. Si se producen cambio se interpretan como un Start o un Stop. 

 
Condiciones del protocolo

· Bus libre - Las lineas de datos y de reloj estan a valor alto. 
· Start en la transferencia - Transición de alto a abajo mientras el reloj está alto. 
· Stop en la transferencia - Transición de bajo a alto mientras el reloj está alto. 
· Validación de datos - La línea de datos presenta un valor válido cuando después de la condición start, la línea se mantiene estable mientras el reloj está alto. Los datos unicamente pueden cambiar mientras el reloj esté en valor bajo. ( Un pulso por dato )

Cada transferencia es iniciada con un start y finalizada con un stop. El número de bytes entre ambos está determinado por el master y teoricamente no está limitado, a pesar de todo sólo los últimos 16 bytes se almacenan durante una operación de escritura. Cuando se produce una sobreescritura se reemplazan los datos en un esquema FIFO ( First In First Out )

· Reconocimiento - Cada receptor, cuando se le direcciona, está obligado a generar un ACK después de la recepción de cada byte. El master debe generar un pulso de reloj extra que se asocia al ACK.
El ACK se da colocando un valor bajo sobre SDA durante el valor alto del reloj. 

La siguiente figura lo muestra cada fase :
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Direccionamiento de un dispositivo y operación

Después del START se envia un byte de control, este consiste en cuatro bits que indican la operación, tres bits indicando la página ( A2, A1, A0 ) que corresponden realmente a los bits de direccionamiento más altos y el último bit que indica la operación a realizar ( un 1 - lectura, un 0 - escritura ). Una vez enviado el dispositivo responde con un ACK.
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Operaciones de escritura

La escritura comienza por un START, direccionamiento del dispositivo, dirección del byte y finalmente el byte a escribir, después de cada elemento se añade un ACK por parte de la memoria como se indica en la figura.
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Escritura secuencial

Si lo que se desea es escribir un grupo de 16 bytes sólo es necesario enviar la dirección del primero de ellos y a continuación el resto, la memoria posee un contador interno que determina la dirección actual, este se irá incrementando para cada byte.
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La diferencia respecto a la escritura de un único byte estriba en el hecho del señalizador del STOP, si este no aparece es que se debe escribir sucesivos bytes. La figura muestra el caso.

Una escritua incluye un borrado del contenido de la dirección por lo que esta es mucho más lenta que una lectura.

 

Operaciones de lectura

Las operaciones de lectura son 3, la lectura de la dirección actual( almacenada por el contador de dirección ), lectura arbitraria en cualquier posición de la memoria y finalemente la lectura secuencial.

Lectura actual

Toma la posición actual de la memoria, como puede verse en la figura, después del dato no hay un ACK, ya que este va dirigido al master.
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Lectura arbitraria

En esta lectura se indica la posición a leer la información, hay que destacar que primero se ha de enviar la dirección y despues se recibe el dato, por eso existe un ACK después de la dirección.
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Lectura secuencial

La lectura secuencial toma la dirección actual y va extrayendo los datos uno detrás del otro, hay que tener en cuenta que se lee la página actual y esta no se cambia cuando se llega al final por lo que la lectura como máximo es de 16 bytes.
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Descripcion de los pines.

· AO, A1,A2  son los pines  de entrada, la cual es usada por el 24C256 para multiples operaciones. Los niveles de entrada son comparados con los bits correspondientes en la dirección del esclavo. El chip selecciona si la comparación es verdad.
· SDA Data serial.  Es un pin bidireccional (entrada y salida de data). Para habilitar el pin de SDA debe tener conectado una resistencia del pin (SDA) a VCC ( 10 kΩ desde 100 khz y 2kΩ desde 400 khz y 1 khz.). SDA puede estar habilitado solo cuando el pin SCL esta en nivel bajo. La cual puede trabajar en dos condiciones START o STOP. 
· SCL SERIAL CLOCK.  Sincroniza la transferencia de datos  del dispositivo.
· WP.   Es de selección de escritura y lectura va conectado a tierra o ha Vcc. Puede leer o escribir desde 0000- hasta 7FFF.

Diagrama de bloque
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Electrically Erasable PROM, capable of operation
across a broad voltage range (1.8V to 5.5V). It has
been developed for advanced, low power applications
such as personal communications or data acquisition
This device also has a page-write capability of up to 64
bytes of data. This device is capable of both random
and sequential reads up to the 256K boundary. Func-
tional address lines allow up to eight devices on the
same bus, for up to 2M bit acdress space. This device
is available in the standard 8-pin plastic DIP and 8-pin
SOIC (208 mil) packages.
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1.0 ELECTRICAL TABLE 1-1 PIN FUNCTION TABLE
CHARACTERISTICS

11 Maximum Ratings*

Function

User Configurable Chip Selects

Vec, ov Ground
Allinpuls and Gulputs wrl Vas, 6 Voo +.0v Serial Data

Storage femperalure. Clo+150°C

Ambient temp. wih poveer appid Clo+125°C Serial Clock
Soldering tempera is (10 seconds) +300°C

ESD prolestion on al pins. Sak WP [Write Protect Input

“Notice: Stresse

above those listed under “Mamum Ratings” may +1 3(035\/ 24AA256)

tomage (o the This 5 a siress aiing only and e

fevice al ihose o any ofher condiions +2.5t0 5.5V (241256, 24

4 Inthe operational Istings of his speciication i
maximum rating cond

tabily.

TABLE 1-2 DC CHARACTERISTICS

ods may affect devi

“Allparameters apply across the | Commercial (C):  Vee = +1.8 10 5.5V 0°C to +70
specified operating ranges, unless | Industrial (1) =+25V 1055V 40°C 1o +85°C
otherwise noted Automotive (E): Vo = +4.5 10 5.5V 40°Ct0125°C
Parameter symbol | Min Max Units | Conditions
A0, A1, AZ
SCL, SDA, and WP pins:
High level input voltage ViH %
Low level input voltage viL v Vee 2.5V
v Ve < 2.5V
ysteresis of Schmitt Trigger VHYS v Vee 2.5V (Note)
inputs (SDA, SCL pins)
Low level output voltage VoL — v loL=3.0mA @ 45V
loL= 2.1 mA @ Ve =25V
Input leakage current [ 10 A VIN = Vss o
VIN = Vss o
Output lsakage current 1o 0 WA BT = Vs or
Pin capacitance T, Cout|  — 0 F Ve = 5.0V (Note)
(all inputs/outputs) Tamb = 25°C, f,= 1 MHz
Operating current Read |  — 200 A Ve = 5.5V, SCL = 400 kHiz,
Wiite | — 3 mA | Voo =55V
Standby current = T uA SCL=SDA 55V
AO, A1, A2, WP = Vss

Noter This parameter is periodically sampled and not 100% tested.

FIGURE 1-1: BUS TIMING DATA
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2.0 PIN DESCRIPTIONS

21 A0, A1, A2 Chip Address Inputs

The A0, A1, AZ inputs are used by the 24XX256 for
multiple device operations. The levels on these inputs
are compared with the corresponding bits in the slave
address. The chip is selected if the compare is true.

Up to eight devices may be connected to the same bus
by using different chip select bit combinations. If left
unconnected, these inputs will be pulled down inter-
nally to Vss.

22 SDA Serial Data

This is a bi-directional pin used to transfer addresses
and data into and data out of the device. It is an open-
drain terminal, therefore, the SDA bus requires a pullup
resistor to VCC (typical 10 k& for 100 kHz, 2 k& for 400
kHz and 1 MHz)

For normal data transfer SDAis allowed to change only
during SCL low. Changes during SCL high are
reserved for indicating the START and STOP condi-
tions.

23 SCL Serial Clock

This inputis used to synchronize the data transfer from
and to the device.

24 WP

This pin can be connected to sither Vss, Ve or left
floating. An intemal pull-down resistor on this pin will
keep the device in the unprotected state if left floating
Iftied to Vss or left floating, normal memory operation
is enabled (read/write the entire memory 0000-7FFF)

If fied to Vee, WRITE operations are inhibited. Read
operations are not affected

3.0 FUNCTIONAL DESCRIPTION

The 24XX256 supports a bi-directional 2-wire bus and
data transmission protocol. A device that sends data
onto the bus is defined as a transmitter, and a device
receiving data as a receiver. The bus must be con-
trolled by a master device which generates the serial
clock (SCL), controls the bus access, and generates
the START and STOP conditions while the 24XX256
works as a slave. Both master and slave can operate as
a transmitter or receiver, but the master device deter-
mines which mode s activate.

4.0 BUS CHARACTERISTICS
The following bus protocol has been defined:

+ Datatransfer may be inifiated only when the bus
is not busy,

+ During data transfer, the data line must remain
stable whenever the clock line is HIGH. Changes
in the data line while the clock line is HIGH will be
interpreted as a START or STOP condition

Accordingly, the following bus conditions have been
defined (Figure 4-1).
41 Bus not Busy (A

Both data and clock lines remain H

42 Start Data Transfer (B

A HIGH to LOW transition of the SDA line while the
clock (SCL) is HIGH determines a START condition. All
commands must be preceded by a START condition

43 Stop Data Transfer (C!

A LOW to HIGH transition of the SDA line while the
clock (SCL) is HIGH determines a STOP condition. All
operations must end with a STOP condition.

4.4 Data Valid (D!

The state of the data line represents valid data when,
after a START condition, the data line is stable for the
duration of the HIGH period of the clock signal.

GH.

The data on the line must be changed during the LOW
period of the clock signal. There is one bit of data per
clock pulse.

Each data transfer is initiated with a START condition
and terminated with a STOP condition. The number of
the data bytes transferred between the START and
STOP conditions s determined by the master device.

45 Acknowledge

Each receiving device, when addressed, is obliged to
generate an acknowledge signal after the reception of
each byte. The master device must generate an extra
clock pulse which is associated with this acknowledge bit,

Noter The 24XX256 does not generate any
acknowledge bits if an internal program-
ming cycle s in progress,

A device that acknowledges must pull down the SDA
line during the acknowledge clock pulse in such a way
that the SDA line is stable LOW during the HIGH period
of the acknowledge related clock pulse. Of course,
setup and hold times must be taken into account. Dur-
ing reads, a master must signal an end of data to the
slave by NOT generating an acknowledge bit on the last
byte that has been clocked out of the slave. Inthis case,
the slave (24XX256) will leave the data line HIGH to
enable the master to generate the STOP condition.

20 Microchip Technology Inc
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FIGURE 4-1: DATA TRANSFER SEQUENCE ON THE SERIAL BUS
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5.0 DEVICE ADDRESSING FIGURE 5-1: CONTROL BYTE FORMAT
A control byte is the first byte received following the

start condition from the master device (Figure 5-1). The

control byte consists of a 4-bit control code; for the Chip Select
24XX256 this is set as 1010 binary for read and write Control Cods Bits

operations. The next three bits of the control byte are — —

the chip select bits (A2, A1, AO). The chip select bits S I TTolT olmla -
allow the use of p to eight 24XX256 devices on the

same bus and are used to select which device is [ e
acesssed. The chip select bits in the control byte must

correspond to the logic levels on the corresponding A2, Start Bit Acknowiedge Bit

A, and A0 pins for the device to respond. These bits

are in effect the three most significant bits of the word

address 5.1 Contiguous Addressing Across
The last bit of the control byte defines the operation to Multiple Devices

be performed. When set to a one a read operation is
selected, and when set to a zero a write operation is
selected. The next two bytes received define the
address of the first data byte (Figure 5-2). Because
only A14...A0 are used, the upper address bits is a
don't care. The upper address bits are transferred first,
followed by the less significant bits

The chip select bits A2, A1, AQ can be used to expand
the contiguous address space for up to 2 Mbit by add-
ing up to eight 24XX256's on the same bus. In this
case, software_can use AO of the control byte as
address bit A15; A1, as address bit A16; and A2, as
address bit A17. Itis not possible to sequentially read
across device boundaries.

Fallowingthe start condition, the 24XX256 monitors the
SDA bus checking the device type identifier being
transmitted. Upon receiving a 1010 code and appropri-
ate device select bits, the slave device outputs an
acknowlsdge signal on the SDA line. Depending on the
state of the RV bit, the 24XX256 will select a read or
write operation.

FIGURE 5-2: ADDRESS SEQUENCE BIT ASSIGNMENTS
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6.0 WRITE OPERATIONS
6.1 Byte Write

Following the start condition from the master, the
control code (four bits), the chip select (three bits), and
the RAW bit (which is a logic low) are clocked onto the
bus by the master transmitter. This indicates to the
addressed slave receiver that the address high byte will
follow after it has generated an acknowledge bit during
the ninth clock cycle. Therefore, the next byte
transmitted by the master is the high-order byte of the
word address and will be written into the address
pointer of the 24XX256. The next byte is the least sig-
nificant address byte. After receiving another acknowl-
edge signal from the 24XX256, the master device wil
transmit the data word to be written into the addressed
memory location. The 24XX256 acknowledges again
and the master generates a stop condition. This ini-
tiates the internal write cycle, and, during this time, the

than 64 bytes prior to generating the stop condition, the
address counter will roll over and the previously
received data will be overwritten. As with the byte write
operation, once the stop condition is received, an inter-
nal wiite cycle will begin (Figure 6-2). If an attempt is
made to write to the array with the WP pin held high, the
device will acknowledge the command but no write
cycle will occur, no data will be written, and the device
will immediately accept a new command

ite P .

The WP pin allows the user to write-protect the entire
array (0000-FFF) when the pin is fied to Vec. If tied to
Vs or left floating, the write protection is disabled. The
WP pin is sampled at the STOP bit for every wiite
command (Figure 1-1) Toggling the WP pin after the
STOP bit will have no sffect on the execution of the
write cycle.

6.3

24XX256 will not generate acknowledge signals
(Figure 6-1). If an attempt is made to write to the array Note:  Page write operations are limited 1o wrifing
with the WP pin held high, the device will acknowledge Cri T St o iy
the command but no write cycle will occur, no data will of the number of bytes actually being written
be written, and the device will immediately accept a Physical page boundaries start at addresses that
new command. After a byte write command, the inter- are integer multiples of the page buffer size (or
nal address counter will point to the address location ‘pagesize’) and end at addresses that are integer
following the one that was just written. multiples of [page size - 1], Ifa page write com-
62  PageWrite mand attempis to write across a physical page
boundary, the result is that the data wraps
The wiite control byte, word address, and the first data around to the beginning of the current page
byte are transmitted to the 24XX256 in the same way (overwriting datapreviously stored there),
asin abyte write. But instead of generating a stop con- instead of being written to the next page as
dition, the master transmits up to 63 additional bytes, might be expected. It is therefore necessary for
which are temporariy stored in the on-chip page buffer the application software to prevent page write
and will be written into memory after the master has operations that would attempt to cross a page
transmitted a stop condition. After receipt of each word, e W -
the six lower address pointer bits are internally
incremented by one. Ifthe master should transmit more
FIGURE 6-1: BYTE WRITE
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7.0 ACKNOWLEDGE POLLING

Since the device will not acknowledge during a write
cycle, this can be used to determine when the cycle is
complete (This feature can be used to maximize bus
throughput.) Once the stap condition for a write com-
mand has been issted from the master, the device ini-
tiates the internally timed write cycle. ACK poling can
be initiated immediately. This involves the master
sending a start condition, followed by the control byte
for a write command (R/W = 0). If the device is still busy
with the write cycle, then no ACK will be returned. If no
ACK s returned, then the start bit and control byte must
be resent. If the cycle is complete, then the device will
return the ACK, and the master can then proceed with
the next read or write command. See Figure 7-1 for
flow diagram

FIGURE 7-1:  ACKNOWLEDGE POLLING
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8.0 READ OPERATION

Read operations are initiated in the same way as write
operations with the exception that the RAW bit of the
control byte is set to one. There are three basic types
of read operations: current address read, random read,
and sequential read

8.1 Current Address Read

The 24XX256 contains an address counter that main-
tains the address of the last word accessed, intemally
incremented by one. Therefore, if the previous read
access was to address n (n is any legal address), the
next current address read operation would access data
from address n + 1

Upon receipt of the control byte with R bit set to one,
the 24X X256 issues an acknowledge and transmits the
8-bit data word. The master will not acknowledge the
transfer but does generate a stop condition and the
24XX256 discontinues transmission (Figure 8-1)

FIGURE 8-1: CURRENT ADDRESS READ
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8.2 Random Read

Random read operations allow the master to access
any memory location in  random manner. To perform
this type of read operation, first the word address must
be set. This is done by sending the word address to the
24XX256 as part of a write operation (RAW bit set to 0).
After the word address s sent, the master generates a
start condition following the acknowledge. This termi-
nates the write operation, but not before the internal
address pointer is set. Then, the master issues the
control byte again but with the R bit set to a one. The
24XX256 will then issue an acknowledge and transmit
the 8-bit data word. The master will not acknowledge
the transfer but does generate a stop condition which
causes the 24XX256 to discontinue transmission
(Figure 8-2). After a random read command, the inter-
nal address counter will point to the address location
following the one that was just read.

8.3

Segquential Read

Sequential reads are initiated in the same way as a ran-
dom read except that after the 24XX256 transmits the
first data byte, the master issues an acknowledge as
opposed to the stop condition used in a random read
This acknowledge directs the 24XX256 to transmit the
next sequentially addressed 8-bit word (Figure 8-3).

1[ofr]offA[2]
m £ o R P Following the final byte transmitted to the master, the
Bus AcTiviTY a " master will NOT generate an acknowlsdge but will gen-
K A erate a stop condition. To provide sequential reads, the
G 24XX256 contains an internal address pointer which is
K incremented by one at the completion of each opera-
tion. This address pointer allows the entire memory
contents to be serially read during one operation. The
internal address pointer will automatically roll over from
address 7FFF to address 0000 if the master acknowl-
edges the byte received from the array address 7FFF.
FIGURE 8-2: RANDOM READ
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